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(§) Halbleitervorrichtung und Verfahren zum Herstellen von dieserdurch Chipvereinzelung 

© Eine Schutzlage wird an einer Montagevorrichtung be- 
festigt und Bereiche der Schutzlage, die Bereichen ent- 
sprechen, an denen ein Zerteilen durch Chipvereinzelung 
durchzufuhren ist, werden entfernt, um Rillen auszubil- 
den. Dann wird ein Halbleiterwafer an einer der Montage 
vorrichtung gegenuberliegenden Seite mit der Schutzla- 
ge verbunden und wird die Montagevorrichtung von der 
Schutzlage und dem Halbleiterwafer gelost, die miteinan- 
der verbunden sind. Danach wird der Halbleiterwafer 
durch Chipvereinzelung entlang den Rillen der Schutzla- 
ge in Halbleiterchips zerteilt. Da die Schutzlage nicht 
durch die Chipvereinzelung zerteilt wird, werden keine 
Bruckstucke der Schutzlage erzeugt, was eine Verunremi- 
gung an den Chips verhindert. 
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Beschreibung 

Die vorlicgcnde Eriindung bclrifTl ein Vcrfahrcn zum 
TTcrsicllen einer Halhleiiervorriehlung riurch Chipvereinze- 
lung b/.w. Dicen cincs mil cincr Schutzlagc bedcckicn TTaJb- 5 
leilerwafers enilnng von Rii/.linien, cine durch das Vcrfah- 
rcn hergeslcllic Halblciicrvorrichlung und cine fiir das Vcr- 
l'uhrcn verwendharc Wafer- 1 .oscvorrichlung. 

Wie cs in vielen Druekschriflen, wic zum Bcispicl dcr JP- 
A- 10-24225.?, der JP-A-7-99172, der US-A-5 824 177 und 10 
dcr US-A-5 M)2 6S1 offenbarl isl, isl, wenn cin TTalblciter- 
wafcr, der mehrcre bcwcglichc Ahschniltc aufweist. in meh- 
rcrc Chips /.crlcill wird, cine Schul/.lagc an dem TTalbleilcr- 
wafcr ungehrachi. um die bcwcglichcn Abschniiie /.u schiii- 
zcn. In diescm /usiaml wird dcr TTalbleilcrwafcr in cincm 15 
Wafersehneideschritl /usammcn mil dcr Schul/lage in die 
(.'hips vercin/cli. 

Bci dem /.uvor bcschricbcncn Vcri'ahrcn im Stand dcr 
Technik wcrden jeiUvh. die Schul/lage zusammcn mil 
dem ITalblcilerwaler vcrein/.ell wird. Bruchslucke dcr 20 
Schui/.lagc. wic /.um Bcispicl organische KlcbstolTpartikcl 
durch das /eneilen cr/cugl und haflcn als Verunrcinigungcn 
an den Chips. Die Bruchslucke konncn dcrarl an auf den 
Chips ausgebildeicn Elckirodcn haflcn, daB die Elcklrodcn 
hinsiclillich cincr clckirischcn und mcchanischen Verbin- 25 
dung nachieilig bceinlruchligl wcrden. 

Wciierhin muB bci dem Vcri'ahrcn im Siand dcr Technik 
die Schul/.lagc von den Chips cnticrni wcrden. nachdem dcr 
Wafcrschncidescliriu ausgeluhrt worden isl. 

Wenn die Schul/.lagc fcsl mil dem Ilalblcilerwafcr vcr- 30 
bunden isl, isl das Entlcrnen der Schul/.lagc schwicrig und 
kann durch cine Bclasiung Besehadigungen an den Chips 
verursachen. Dcslialh isl die Schul/.lagc mil einer verhall- 
nismiiBig kleincn TIaftkrafi mil dem TTalbleilcrwafcr vcrbun- 
den. Aufgrund desscn wird die Schul/.lagc wiihrend des Wa- .15 
fcrschncideschriiis leichi von dem TTalbleilcrwafcr getrennt. 
Als Ergebnis kann die Schul/.lagc die bcwcglichcn Ab- 
schniuc nichl ausreichend schiil/cn. 

Die vorlicgcnde Erfindung isl im TTinb lick auf die vorhcr- 
gehenden Probleme geschaffen worden. 40 

Eine Aufgabe dcr vorliegendcn Erfindung best eh t darin, 
zu vcrhindern, daB cine TTalblcilervorrichiung durch Bruch- 
slucke einer Schul/.lagc vcrunreinigi wird. die crzcugt wcr- 
den, wenn cin mil dcr Schui/Jagc bedeck ler ITalbleiterwafer 
durch Chipvcrein/clung /.crlcill wird, um die TTalblcitervor- 45 
richlung aus/ubildcn. Eine wcilcrc Aufgabe dcr vorliegen- 
dcn Erfindung besiehi darin, cine TTalblcilcrvorrichtung und 
cin Vcrfahrcn /um TTcrsicllen dcr TTalblcilervorrichiung zu 
schaffen, die imslande sind. ein Ablrcnnen dcr Schul/.lagc 
zu vcrhindern. 50 

Diese Aufgjibe wird mil den in den Anspriichen 1,8, 12 
14, 15 und 16 angegebenen MaBnahmen gelost. 

Weiierc voricilhafic Ausgcslallungen dcr vorliegendcn 
Tirfindung sind Gcgcnstand der abhangigen Anspruche. 

GcmaB cincm Aspckl der vorliegendcn Eriindung wird 55 
bci cincm Vcrfahrcn zum TTcrsicllen cincr TTalblcilervorrich- 
iung, nachdem cine Schul/.lagc an einer Moniagcvorrich- 
lung bcfestigi worden isl. cin Wafcrschncidebercich dcr 
Schur/lagc cnifernt. Dann wird cin TTalbleilcrwafcr milder 
Schui/lagc verbunden und wird die Monlagcvorrichlung 60 
von dcr Schul/.lagc und dcr TTalblcilervorrichiung gclosl. 
wodurch dcr TTalbleilcrwafcr aus dem Wafcrschncidebe- 
rcich dcr Schul/.lagc frcilicgi. Dann wird dcr TTalbleilcrwa- 
fcr durch Chipvcrein/clung cnilang des Waferschneidehe- 
rciehs /.crlcill. um die TTalblcilervorrichiung aus/.ubildcn. 65 

Bci dem /uvor beschricbenen Vcrfahrcn wcrden, da der 
Wafcrschncidebercich dcr Schur/lagc cnifcrni wird und die 
Schul/.lagc nichl durch die Chipvcrein/clung wird, keinerlei 
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Bruchslucke dcr Schuizlagc durch die Chipvcrein/clung cr- 
zcugt. Als Ergebnis wird die TTalblcilervorrichiung nichl 
durch die Bruchslucke vcrunreinigi. Da cine Waferschneide- 
klingc die Schul/.lagc nichl beriihren muB. wird das Ablrcn- 
nen dcr Schutzlagc nichl durch die Wafcrschncidcklingc 
verursachl. 

GcmaB cincm wcilcrc n Aspckl dcr vorliegendcn Erhn- 
dung wcisl einc Halblciicrvorrichlung cinen I lalbleiierchip, 
dcr durch Zcricilcn cincs TTalbleiicr wafers durch Chipvcr- 
ein/clung vorgesehen wird, und cine Schul/.lagc auf. die auf 
dem TTalbleilerchip angeordncl isl. Hi n Umfangsrandab- 
schnilt dcr Schul/.lagc isl an cincr Inncnseilc cincs TJin- 
fangsrandabschnilts des TTalbleilerchip vorgesehen. Da der 
Umfangsrandabschnill dcr Schul/.lagc an dcr Tnnenscilc des 
Umfangrandabschnills des TTalbleilerchip vorgesehen isl, 
beruhrt cine Waferschncideklinge nichl die Schutzlagc, 
wenn dcr TTalblciterwafer zerieilt wird. Dcshalb kann cin Er- 
zeugen von Bruchsiuckcn und ein Ablrcnnen dcr Schutzlagc 
vcr hinder! wcrden. 

Die Erfinder der vorliegendcn Eriindung haben das Ver- 
fahrcn zum TTcrsicllen dcr TTalbleilcrvorriehtung wciicr un- 
tersuchl und gepruft und feslgeslcllt, daB, wenn einc TTafl- 
krafl zwischen dcr Schutzlagc und dcr Monlagcvorrichlung 
stark war, dcr ITalbleiterwafer cinfach bricht, wenn die 
Schul/lage und dcr Halblcilerwafer von der Montage vor- 
richtung gelost werden. 

Um das zuvor beschricbene Problem zu losen. wcrden gc- 
maB dcr vorliegendcn Eriindung die Schul/.lagc und der 
HalbleiLcrwafer durch eincn Druck, der von der Scilc der 
Monlagcvorrichlung auf die Schutzlagc ausgcubt wird, von 
der Monlagcvorrichlung gelost. DemgcmaB kann der TTalb- 
leilcrwafcr, ohnc bcschadigl zu wcrden. zusammcn mil der 
Schutzlagc gelost wcrden. Eine Bearbeitbarkeit und ein 
Durchsatz zum Tx?scn des TT alb lei ler wafers von der Monla- 
gcvorrichlung wcrden cbenso verbesseri . 

Wcitcrhin wird, um das /uvor beschricbene Problem zu 
losen. gcmiiB cincm weiierc n Aspckt dcr vorliegendcn Tir- 
findung cine Wafcr-Loscvorrichlung zum Losen des TTalb- 
lcitcrwafcrs und dcr Schul/lage von der Monlagcvorrich- 
lung vcrwendet. Die Wafcr-L oscvorrichlung wcist die Mon- 
lagcvorrichlung zum fcsl en Hal ten dcr Schuizlagc und cine 
DruckausubungscinrichLung zum Ausiiben cincs Drucks auf 
die Schul/lage auf. DemgcmaB wird die Schul/lage durch 
den Druck /.usammcn mil dcr TTalblcilcrvorrichtung cinfach 
von dcr Monlagcvorrichlung gclosl.. 

Die vorlicgcnde Eriindung wird nachstehend anhand von 
Ausfuhrungsbcispielcn unlcr Bczugnahmc auf die beilie- 
gende Zeichnung nahcr erlaulert. 

Es zcigen: 

Fig. 1A bis 2C Qucrschniltsansichten eines Vcrfahrcn s 
/um TTerstellen cincr TT;dbleitervorrichtung gcmaB cincm er- 
sten Ausfuhrungsbeispicl dcr vorliegendcn Erfindung auf 
einc stufenartige Weise; 

Fig. 3 A bis 4B Querschnitisansichlcn eines Verfahrcns 
zum Hcrslcllen einer Halbleiicrx'orrichtung gcmaB einem 
zweilcn Ausfuhrungsbeispicl der vorliegendcn Erfindung 
auf einc stufenartige Wcise; 

Fig. 5 eine Qucrschnittsansicht der Halbleitcr\'orrichtung 
gcmaB deni zweilcn Ausfuhrungsbeispicl dcr vorliegendcn 
Eriindung; 

Fig. 6 einc schcinaiischc Draufsicht der TTalbleilcrvor- 
riehlung gcmaB dem zweitcn Ausfuhrungsbeispicl dcr vor- 
liegendcn Erfindung; 

Fig. 7 A eine schcmaiische Querschniusansicht cincr ab- 
gcwandcltcn TTalblcilcrvorrichtung gcmaB dem zweitcn 
Ausfuhrungsbeispicl dcr vorliegendcn Eriindung; 

Fig. 7B eine schcinaiischc Draufsicht der abgewandclten 
TTalblcilcrvorrichtung in Fig. 7A; 




i DE 100 13 

3 

Fig. 8 A bis 81 ; Qucrschnitlsansichten cincs Vcrfahrcns 
/.uni TTcrslcllcn cincr Halbleilcrvorrichlung gemaB cincni 
dritten Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn Iirfindung auf 
cine siufenartige Wcisc; 

Fig. 9 cine Qucrschniltsansiehl cincr abgcwandch.cn 5 
TTalblciicrvorrichlung gemaB dem drillcn Ausfuhrungsbci- 
spicl dcr vorlicgcndcn Iirfindung; 

Fig. 10 cine Querschnillsansichl cincs halls, in dem cine 
llachc Schui/.lagc vcrwcndci wird; 

Fig. 11 A bis 111; Querschniiisunsichien cincs Vcrfahrcns 10 
/.uni TTcrslcllcn cincr TTalblciicrvorrichlung gemaB cincni 
vicrlcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn Iirfindung auf 
cine slufcnatlige Wcisc; 

Fig. 12 cine Querschnillsansichl cincr abgcwandcltcn 
TTalblciicrvorrichlung gemaB deni vicrlcn Ausfuhrungsbei- 15 
spiel tier vorlicgcndcn Iirfindung; 

Fig. 13A bis 131: Qucrschnillsansich I cn cincs Vcrfaiircns 
y.um TTcrslcllcn cincr TTalblciicrvorrichlung gemaB cincni 
funften Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn. Iirfindung 
auf cine stufenartige Wcisc: 20 

Fig. 14A bis 16C Qucrschnitlsansichlcn cincs Vcrfaiircns 
zum TTcrslcllcn cincr TTalblciicrvorrichlung gemaB cincni 
scchslen Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn Tirlindung 
auf cine stufcnarlige Wcisc; und 

Fig. 17A und 17B Qucrschnitlsansichlcn cincs Vcrfah- 25 
rens /.um TTcrslcllcn dcr TTalblciicrvorrichlung untcr Vcr- 
wendung cincr abgewandehen Verslarkungsplalle gemaB 
dem scchslen Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn Tirlin- 
dung. 

In den Ausfuhrungsbeispiclen isl mit cincni TTalblcilcrwa- 'M) 
for cin Wafer gemcint, bevor und nachdern cin Waferschnci- 
deschritt ausgefiihrl wird. vorausgcsclzl, ciafS dcr Wafer cine 
Koiilur seines Aufangszustands aufweisi. 

Nachstchend erfolgi die Beschreibung cincs crslen Aus- 
fuhrungsbeispicls dcr vorlicgcndcn Tirlindung. *5 

In dem crsien Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn lir- 
lindung wird cin Verfahrcn /.um TIcrstellcn cincr TTalblciicr- 
vorrichlung gcmaB dcr vorlicgcndcn Tirfindung an verschie- 
dencn TIalbleilcrvorrichlungcn angcwcndel. die bcwcgliche 
Abschnittc bcinhallcn, wic /.um Beispicl cin an dcr Oberfla- 40 
chc niikroverarbcitctcr Bcschlcunigungsscnsor, cin Drch- 
winkclsensor und cine rcflcklicrcnde digiialc Mikrospiegel- 
Projekiionsvorrichlung b/.w. DMD. Das Verfahrcn in dem 
crslen Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn lirfindung 
wird unlcr Be/.ugnahme auf die Fig. 1 A bis 2C crlaulerl. 45 

'/uersi wird, wic cs in Fig. 1 A gc/cigl isl, cine Schui/.lagc 
1 vorbcreilcl. Die Schul/.iagc 1 isl aus cincr UV-haricnden 
Schui/.lagc ausgebildei, wobei cine Basis von ihr /.um Bei- 
spicl aus Pol vole fin bcslchl. Die Schui/.lagc wcisl cine Klcb- 
slolToncrilachc la zum Bedeckcn cincs Ilalbleiterwafers 11 50 
und cine Obcrllache lb :in cincr dcr KlebslolToherfliiche In 
gegcnuberlicgcndcn Seilc auf. Weilcrhin isl cine Monlagc- 
vorrichiung 4, wic sic in Fig. IB gczcigt isl, auf cincni Tir- 
warniungsvorrichiungsblock (nichl gc/.cigl) angcordnct. 
Die Moniagcvorrichtung 4 weist Vcrticfungen 2 und Ixfchcr 55 
3 fur cine Vakuuniabsorption auf. Dcr Erwarniungsvorrich- 
lungsblock fiihrt die Vakuuniabsorption /usammenwirkend 
mil den I -6c hem 3 dcr Moniagevorrichlung 4 durch. 

A Is nachstcs wird in eincm Montage vorrichlungs-Bcic- 
stigungsschritl, dcr in Fig. 1C gczcigt isl, die Schui/.lagc 1 ft) 
auf dcr Moniagevorrichlung 4 angcordnct, wobci die Obcr- 
llache lb die Mont age vorrich lung 4 bcruhrt und die Klcb- 
siolfoberllachc la nach oben freilicgl. Dann wird die 
Schul/.iagc 1 durch Vakuumabsorpiion, die durch die Tx> 
chcr 3 durchgefuhrt wird, cntlang dcr Vcrticfungen 2 cingc- 65 
beult. Da die Mont age vorrichl ung 4 auf cine Temperatur in 
cincni Bcreich von 40 bis 2()0°C erwarml isl. werden 
Schui/.kappenabschniiic 5 auf dcr Schui/.lagc 1 mil Fonnen 
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ausgebildei, die den Vcrticfungen 2 entsprcchen. Die 
Schui/.lagc 1 wird durch Anzichung durch die T ,6c her 3 an 
dcr Moniagevorrichlung 4 bcfesiigl. 

Tn cincni Schut/.lagcnbereich-Tinl.fcrnungsschriu, dcr in 
Fig. ID gczcigt isl, wird die Moniagevorrichlung 4 zusani- 
mcn mil dcr Schui/.lagc 1, die an dcr Moniagevorrichlung 4 
bcfesiigl isl. von dem lirwarniungsvorrichtungsbloek gclost. 
Die Moniagevorrichlung 4 wird dann auf eincm Trager 
(nichl gc/.cigl) angcordnct, welchcr wic dcr lirwiirmungs- 
vorrichlungsblock unlcr Vakuuni absorbicrcn kann. Dann 
werden Bcrcichc dcr Schul/lagc 1, an denen in eincm nach- 
slehcnd beschriebenen Waferschneideschritl cin Wafcr- 
schneiden durchzufuhren isl, durch Abtrenncn cntfernl, um 
dadurch Rillcn 6 an den entfernten Bereichcn b/.w. Wafcr- 
schneidebcreichen aus/ubildcn. Alslirgcbnis isl die Schutz- 
lagc 1 in Bcrcichc geieili, die Abmcssungen aufweisen, die 
ungefahr die gleichen wic diejenigen von TTaibleiierchips 
sind, die aus/.ubildcn sind. Tn die sen i Schritl wird die 
Schul/.lage 1, da die Schul/lagc I durch Vakuumabsorpiion 
an dcr Moniagevorrichlung 4 bcfesiigl isl. nichl in Slucken 
gel 6s l, nachdem dcr Schu t /.lagen bcreich- Tint fern ungsseh rill 
ausge fiihrt worden isl. 

Als niichslcs wird in cincni Wafcrvcrbindungsschrill, dcr 
in Fig. Hi gc/eigl isl, dcr TTalblcilcrwafer 11, dcr bcwcgli- 
che Abschnille 10 aufweisi und zum Beispicl aus Silizium 
besicht, durch KlebsloiTc derart mil dcr Schui/.lagc 1 vcr- 
bunden, daB die bewcglichen Abschnitlc 10 den Kappcnab- 
schnillcn 5 gegcnuberliegcn. Die Schul/lagc 1 kann cine 
druckemphndliche Klebstofflagc sein, so daB dcr TTalblcilcr- 
wafer 11 damit verbunden wird. Das Positioniercn zwischen 
dcr Schui/.lagc 1 und deni TTalblcilcrwafer 11 wird durch 
Ausrichiungsinarkicrungen, die auf dcr Schul/lagc 1 und 
dem TTalblcilcrwafer 11 ausgebildei sind, odcr durch cine 
CCD-Kamera durchgefuhrt. liin Roller kann bei eincm Tir- 
wannen des TIalblcilerwafers 11 auf dem Ilalbleiierwafer 11 
gcroill werden, so daB dcr TTalblcilcrwafer 11 mil dcr 
Schul/.lage 1 verbunden werden kann, ohne Hinschlusse in 
den Klebstoffen zu erzeugen und cine TTaftkraft dcr Kleb- 
sloiTc zu vcrschlcchiern. 

Dann wird cine Chipvcreinzelungslagc 12 an dcr andcrcn 
Oberflachc des TTalblcitcrwalcrs 11 an cincr den bewcgli- 
chen Abschniltcn 10 gegcnuberlicgcndcn Seilc angebracht. 
Die Chipvcreinzelungslagc 12 kann an dem TTalblcilcrwafer 
11 angebracht werden, bevor dcr Ilalbleitcrwafer 11 mil dcr 
Schul/lagc 1 verbunden wird. Durch das Durch fuhren des 
zuvor beschriebenen Wafervcrbindungsschritts, wic cr in 
Fig. Hi gczcigt ist, wird dcr TTalblcilcrwafer 11 an cincr 
Oberfliiche an Schutztcilcn b/.w. Schuizkappen 14 angc- 
brachi und wird cr an dcr andcrcn Obcrllache an dcr Chip- 
vcrein/clungslage 12 angebracht. Jedcs dcr Schulztcilc 14 
wcisl cincn cm spree henden dcr Kappcnabschnille 5 und 
cine Abmessung auf, die die gleichc wic die jedes TTalblei- 
tcrchip isl. und wird cs an deni TTalblcilcrwafer 11 ange- 
bracht, w ah rend dicser an dcr Moniagevorrichlung 4 bcfe- 
siigl ist. In Fig. 1H sind, obgleich icdiglich cin bcweglicher 
Abschnitt 10 in jedem Chipbercich dargcstclli isl, im allgc- 
rneincn mehrcre bcwcgliche Abschnitlc 10 in jedem Chip- 
bercich vorgeschen. 

Nachfolgcnd wird in dem WafcrschncideschrilL dcr in 
Fig. 2A gczcigt ist, nachdem die Moniagevorrichlung 4 von 
dcr Schul/lagc 1 bzw. den Schutztcilcn 14 gclost worden ist, 
dcr TTalblcilcrwafer 11 durch Vakuumabsorpiion an eincm 
Chi pvercinze lungs trager 13 bcfesiigl. In Fig. 2 A ist cine dc- 
taillicnc Strukiur des Chipvercinzelungstragcrs 13 wegge-. 
lasscn. Dann wird das Wafcrschncidcn cnilang den Rillcn 6 
durchgefuhrt, an denen die Schul/.lage 1 cntfernl isl, wo- 
durch dcr TTalblcilcrwafer 11 in die TTaibleiierchips gclcilt 
wird. Zu dicscm Zcitpunkl wird die Chipvcreinzelungslagc 
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12 nichi vollslandig gctrcnni. Die Halbleiierchips werden 
durch die jcwciligcn Schutztcilc 14 gcschiilzi. 

Bci diesern Walerschncidcschritt wird die Schutzlagc 1 
nichl gcircnnt. Deshalb werden keinerlei Rruchsliicke der 
Schutzlagc 1 erzcugi, urn auf den Halbleiierchips zu verblei- 5 
ben, wodurch cine Verunreinigung der ('hips verhinden 
wird. AuBerdem wird. da cine Wafcrschncideklingc in dem 
Walerschncidcschritt kaum die Schul/leilc 14 beruhrt, kein 
Abirennen der Ilalbleitcricilc 14 durch die Wafcrschncide- 
klingc vcrursacht. io 

Da die Schutzlagc 1 nicht. so Test an dem Halbleilerwafer 
11 angebracht werden muB, ist das Enlferncn der Schul/leilc 
14 ciniach. Bci cinem Schulzieil-Iinifcrnungsschrill. wic cr 
in Fig. 2B gc/cigl isl, wird cine Quar/.g las- Montage vorrich- 
tung 15, die itnslandc ist, ahnlich der Moniagcvorrichtung 15 
14 cine Vakuumabsorption durchzufuhren, auf den Schulz- 
leilen 14 angcordnei, die den Halbleilerwafer 11 bedecken. 
Dann wird cine UV- Be s trail lung durch die Quar/.g las- Mon- 
I age vorrich lung 15 dcrart durchgefuhrt, daB der Klcbstoff 
gcharlct wird, urn cine vcrringerle Ilaflkrafl auf/uweiscn. 20 
und werden die Schul/leilc 14 durch die Vakuumabsorption 
cntfcrnl. DemgemaB wird der Xu stand geschaflen, der in 
Fig. 2C gc/cigl ist. 

Die Quarzglas-Montagcvorrichtung 15 kann wic die 
Montage vorrich lung 4, die zuvor beschrieben worden isl, 25 
Vcrtiefungcn aufweiscn. Ansonslcn kann die Quarzglas- 
Montagcvorrichtung 15 lediglich lixrher fur cine Vakuum- 
absorption an Posilionen aufweisen, die flachen Plachen der 
Schul/leilc 14 cntsprcchcn. Jcdcr TTalblciicrchip b/w. jede 
TTalblcilcrvorrichtung 100, die durch Enlferncn der Schutz- 30 
leile 14 ausgcbildet wird. kann als cin herkommlicher IC- 
Chip gchandhabt werden. Obgleich die Quar/glas-Montage- 
vorrichlung 15 in dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
vcrwcndcl wird, urn die Schutztcilc 14 zu enlferncn, sind an- 
dcre Mated alien als die Montage vorrich lung 15 verwend- :vs 
bar, vorausgesetzl, daB das Material UV durchlasscn kann. 
Die UV-Beslrahlung kann untcr Vcrwcndung cines Spiegcls 
odcr cincr optischen T ; ascr durchgetuhrt werden, vorausgc- 
setzl, daB die gesamtc Wafcroberflachc mil UV bcstrahlt 
wird. 40 

Wcnn die Schutzlagc 1 aus cinem sich bci War me zusam- 
men/ichenden Kunslsioffilm bcslcht, werden die Rillen 6 
aufgrund cines Zusamnicnzichcns der Schutzlagc 1 bci 
Wannc aufgcwcilci, nachdem der Schulzlagcnbereich-Eni- 
rcrnungsschritl ausgefuhrt worden ist. Deshalb konncn die 45 
cntfcrnl en Bcreichc der Schutzlagc 1 vcrringert werden. 
libenso kann, da es schwierig isl, daB die Wafcrschncidc- 
klingc die Schutzlagc 1 in dem Waferschncidcschriii be- 
ruhrt. der Waferschncidcschriii einfachcr durchgcfuhrl wer- 
den. Vor/ugswcise wird der sich bci Wannc zusammenzic- 50 
hende Kunstsioffilm aus Eilmcn der Polyolcfinfamilie, wic 
zum Bcispiel cinem Polyclhylcnfilm und cinem Polypropy- 
len film, und Minion ausgewahll, die durch Ziehen vcrarbei- 
lei werden, wic zum Beispiel cin Polyvinylchloridfilm und 
cin Polyestcrlilm. 55 

In dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbeispiel wird die 
Schul/lage 1 durch Vakuumabsorption an der Moniagcvor- 
richtung 4 bcfcsiigl. Deshalb kann die Schutzlagc 1 einfach 
an der Montage vorrichlung 4 befestigt werden und von der 
Moniagcvorrichtung 4 gelost werden, ohne beschadigt zu 60 
werden. Ebenso wird, da die Schutzlagc 1 nicht in dem Wa- 
ferschncidcschriii zerteill wird. die Ijchensdauer der Waler- 
schncidcklinge verlangcrt. 

Nachsiehcnd crfolgi die Beschreibung cines zweiicn Aus- 
fuhrungsbcispicls der vorlicgcndcn Erfindung. 65 

In dem zweiicn Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Er- 
findung werden die Schutztcilc bzw. Schutzkappen 14 ahn- 
lich demcrsten Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Erfin- 
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dung ausgcbildet. Unterschiede zu dem crsicn Ausfuhrungs- 
beispiel der vorlicgcndcn Erlindung sind, daB der Halblei- 
lerwafer 11 AnschluBflachcnabschnitic 21 aufweisl. die 
durch Drahl.knnl.akiicrung elekirisch mil . exlcrnen Schallun- 
gen zu vcrbinden sind (sic he Fig. 31 1), und daB die Schutz- 
tcilc 14 nichl cntfcrnl werden und in Erzeugnisscn vcrblei- 
bcn. Deshalb miisscn die Schul/leilc 14 lei I wcise an Ab- 
schnitlcn cnifcrnl werden, die den AnschluBIlachcnab- 
schniuen 21 cntsprcchcn. Die Ilauplunierschiedc zu dem cr- 
sien Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Erfindung wer- 
den nachsiehcnd detaillicrlcr beschrieben. lis ist anzurncr- 
kcn. daB die gleichen Teile wic dicjenigen in dem crslcn 
Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Erfindung in dem 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Erfindung 
und s paler beschriebenen andcren Ausfuhrungsbeispiclen 
der vorlicgcndcn lirfindung mil den gleichen Bczugszcichen 
bc/cichnei sind. 

Die Fig. 3 A bis 4B zeigen schematisch das Verfahrcn 
zum Herstellcn der Halblcilervorrichlung gemaBdcm zwei- 
len Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Erfindung auf 
cine slufcnarligc Wei sc. Die Sehritte. die in den Kij». 3 A bis 
3C ge/eigt sind, werden im wesent lichen auf die gleiche 
Wcise durchgcfuhrl, wic dicjenigen, die in den Fig. 1A bis 
IC gc/cigl sind. In cinem Schutzlagenbcrcich-Entfcrnungs- 
schrill, der in Fig. 3D gc/cigl isl, werden Bcreichc der 
Schutzlagc 1, an denen das Waferschneiden durchzufuhren 
ist, und Bcreichc der Schutzlagc 1, die den AnschluBfla- 
chenabschnittcn 21 cntsprcchcn, wic in dem SchrilL der in 
Fig. ID gc/cigl isl. cntfcrnl, uni OlTnungsabschnillc 23 aus- 
zubildcn. Die Bcreichc, die den AnschluBflachcnabschnittcn 
21 en l spree hen, konncn in cinem Lagenzustand durch Prcs- 
scn odcr dcrglcichcn von der Schutzlagc 1 cnifcrnl werden, 
bevor der Schut/lagcnbereich-Entfeniungsschriii ausge- 
fuhrt wird. 

Als nachslcs wird in cinem Wafcrvcrbindungsschriti, der 
in Fig. 3E gc/cigl ist. der Halbleilerwafer 11 dcrart mil der 
Schutzlagc 1 verbunden, daB die AnschluBfiachcnabschniile 
21 an den Offnungsabschnitlen 23 freilicgcn. DemgemaB 
liegen sowohl die AnschluBflachcnabschnitle 21 als auch 
die Waferschneideabschniuc 22 an den jeweiligcn Off- 
nungsabschnitien 23 frei. Die andere Vorgehensweisc in 
dem Wafcrvcrbindungsschriti ist im wcscnllichen die glei- 
che wic die in dem erslen Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Hrfindung. In dem vorliegenden Ausfuhrungsbei- 
spiel kann, da die Schutztcilc 14 nicht cnifcrnl werden miis- 
sen, die Schutzlagc 1 test befestigt werden. Dies ist bevor- 
zugt, urn das Abtrcnnen der Schutzlagc 1 zu verhindcrn. Es 
ist nicht immcr notwendig, die AnschluBflachcnabschnitte 
21 vollkommen freizulegen. Die AnschluBflachcnabschnitte 
21 konncn aus jcwciligcn Penstern /.ur Drahlkontakticrung 
teilweise freigelegt werden. 

Als nachslcs wird ? wic es in Fig. 4 A gc/cigl ist. der Wa- 
fcrschncideschritt im wcscnllichen auf die gleiche Wcise 
wiein dem crsten Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Er- 
tindung ausgefuhrt. um dadurch den Halbleilerwafer 11 in 
Halbleiierchips bzw. - vorrich tungen 200 zu schnciden. In 
dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung halt, wic es in Fig. 4B gc/.cigi ist, jeder Halblei- 
tcrchip 200 jedes Schutzteil 14. Nachdem der Wafcrschnci- 
deschriu ausgefuhn worden ist, werden die Halbleiierchips 
200 von der Chipvcrcinzelungslage 12 gelost. Dann wird ein 
Drahlkonlaktierungsschritl an jedem Halbleitcrchip 200 
dcrart durchgefuhrt, daB Driihtc mil den AnschluBflachenab- 
schnittcn 21 verbunden werden, die aus dem OlTnungsab- 
schnitt 23 des Schui/tcils 14 freilicgcn. Die AnschluBfla- 
chcnabschniilc 21 werden vorzugsweisc vor dem Drahlkon- 
takticrungsschriu gereinigt. 

Fig. 5 zcigl eine Halblcilervorrichlung. an wclchcr der 
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]>ahlkont.akticrungsschril.t durchgcfuhn wird, a Is cin Bei- 
spicl. Iiin Haiblcilcrhcschlcunigungsscnsor 31, dcr als cincr 
dor Halblcilcrchips 200 ausgcbildct ist, wird aufcincm Sub- 
si ral 30 (/uni Bcispicl einem Kcraniiksuhstral, cincr ge- 
drucklcn Leilcrplatlc oder cincin Leilcrrahmcn) durch cincn 5 
KIcbstofT b/.w. cine Klcbstofflagc 32, cine Silbcrpasle odcr 
dcrglcichcn durch Bedienen cincs Robotcrarms odcr dcr- 
glcichcn angcordncl. Als nachslcs wird cin Drahl, dcr aus 
Gold, Aluminium odcr dcrglcichcn besichi, auf cinem An- 
schluBflachcnabschnill 21 und cincin AnschluB 34 bcfcsligl, 10 
dcr auf dem Substral 30 vorgeschen ist. Dahcr wird dcr 
Drahlkonlakiicrungsschrill ausgcluhrt. 

Fig. 6 zeigl den Bcschlcunigungsscnsor 31 b/.w. den 
TTalblcilcrchip 200 von cincr Scite des Schulztcils 14. Wie 
cs in Fig. 6 gc/cigl isi, bedeck t das Schuizlcil 14 den Be- 15 
schleunigungssensor 31 ausgcnoinrncn des Waferschncide- 
abschniils 22 und dcr AnsehluBllachenabschnitle 21. Dcr 
OlTnungsabschnill 23 isi cin Abschnil.t, dcr nicht mil deni 
Schuizlcil 14 bedeckt isi. Wciicrhin zeigen die Fig. 7A und 
7B cincn Fall, in dem die AnschluBflachcnabschnittc 21 lei 1- 20 
wcisc aus dem Schuizlcil 14 frei liegen, das hciBt, die Off- 
nungsabschnille 23 sind derarl ausgcbildct, daB sic icil wcisc 
die AnschluBflachcnabschnittc 21 freilegen. 

Dahcr kann gcmaB dem vorliegendcn Ausfuhrungsbei- 
spicl zusalziich /.u den gleichen liiTeklen wie denjenigen in 25 
dem ersten Ausfuhrungsbeispicl dcr vorliegendcn Erfin- 
dung, dcr Drahtkonlakticrungsschritt ohne cin Iinlfcrnen der 
Schui/.lagc 1 b/.w. des Schulztcils 14 von deni TTalblcilcr- 
chip 200 durchgcfuhn werden. Da cs nichl notwendig isi, 
das Schul/.lcil 14 nach dem Wafcrschneideschritl /.u enlfcr- 30 
nen, kann die Schutzlage 1 fest mil dem Wafer verbunden 
werden. Als lirgebnis kann das Abirenncn dcr Schutzlage 1 
zwcckmaBigcr vcrhinUcrt werden. 

Nachstehcnd crfolgl die Beschreibung eincs drilten Aus- 
fuhrungsbeispicls dcr vorliegendcn lirlindung. :*5 

Die Fig. 8A bis 81 ; zeigen cin Verfahrcn zum ITerstellen 
cincr TTalbleilcrvorrichlung gcmaB dem drilten Ausfuh- 
rungsbeispicl dcr vorliegendcn lirfindung auf cine stufenar- 
ligc Wcisc. In den erslen und zwcilen Ausfuhrungsbeispic- 
lcn der vorliegendcn Erfindung wird der TTalbleiterwafcr 11 40 
von cincr seiner Obcrflachcn vcrarbeilcl. Tin Gegcnsatz dazu 
wird in deni vorliegendcn Ausfuhrungsbeispicl der TTalblei- 
terwafcr 11 von scincn vordcren und hintcrcn Obcrflachcn 
vcrarbeilcl. Das hciBt. wic cs in Fig. 8A gezcigl isi, dcr 
Ilalblciterwafcr 11 in dem vorliegendcn Ausfuhrungsbci- 45 
spiel wcist von dcr hinleren Oberflachc vcrarbcilclc Ab- 
schnitic 41 auf, die durch Atzen oder dcrglcichcn, das von 
dcr hinieren Oberflachc durchgcfuhn wird, als Offnungsab- 
schnittc ausgcbildct werden. Die bewcglichcn AbschnitlclO 
liegen sowohl aus der vordcren als auch hintcrcn Oberflachc 50 
des T Ta 1 b 1 ci I cr w a fers 1 1 frei . 

In cinem Klebstoffiagen-Verbindungsschriii an dcr hinle- 
ren Oberflachc wird cine Klcbstofflagc b/.w. riickseitige 
Schui/.lagc 42 mil dcr hintcrcn Oberflachc des ITalblcitcrwa- 
fers 11 verbunden, um die hi mere Oberflachc zu schulzcn. 55 
Weitcrhin wird in dem Waferverbindungsschritl die Schutz- 
lage 1, welchc wic in dem ersten Ausfuhrungsbeispicl dcr 
vorliegendcn lirfindung dcrart vcrarbeilcl wird, daB sie die 
Rillcn 6 aufwcisl, mil dcr vordcren Oberflachc des Ilalblei- 
icrwafers 11 verbunden, wahrend sic an dcr Montage vor- 60 
richtung 4 befesiigt ist. Diescr Zustand ist in Fig. SB ge- 
zcigl. 

Dann wird, wie cs in Fig. 8C gezcigl ist, die Schutzlage I 
von der Mont age vorrichtung 4 gelosi. Danach wird, wie cs 
in Fig. 8D gc/cigl ist, dcr TTalbleiterwafcr 11 durch Vaku- 65 
umabsorplion minds eincs Waferschncideslrcifens 12a an 
der Scite des KlehslolTilms 42 an dem Waferschncidciragcr 
(in Fig. 8D nicht gc/.cigt) bcfcsligl. Dann wird der Wafer- 




067 A 1 

8 

schncideschrill wie in dem ersten Ausfuhrungsbeispicl der 
vorliegendcn lirfindung ausgcluhrt.. Dcr Waferschneide- 
strcifen 12a wcist die gleiche Funk! ion wie die der Chipvcr- 
einzelungslage 12 auf und wird nichl vollslandig zertcill. 

DemgemaB wird dcr TIalblciierwafer 11 in (.'hips gclcill. 
Wie es in Fig. 8Ti gczeigt isi, ist jeder ('hip durch das 
Schut/.tcil 14 an seiner Scite dcr vordcren Oberflachc und 
durch den Klebstoflilm 42 an seiner Scite der hinleren Ober- 
flachc geschul/.l. Dann wird wie in dem erslen Ausfuhrungs- 
beispicl dcr vorliegendcn lirlindung das Schut/leil 14 cnl- 
fernl, um dadurch cincn TTalblcilcrchip b/.w. cine TTalbleilcr- 
vorrichlung 300 vorzuschen. die in Fig. 8F gczeigt isi. Der 
Halbleiterchip300 kann wie cin herkommlichcr IC-Chip ge- 
handhabl werden. 

Das vorliegcnde Ausfuhrungsbeispicl kann mil dem 
zwcilen Ausfuhrungsbeispicl dcr vorliegendcn lirlindung 
bci dem Ausbilden des Schuiztcils 14 kombiniert werden. 
Fig. 9 zcigl die Abwandlung. Das Schuizlcil 14, das die vor- 
dere Oberflachc des TTalblcilcrchip 300 schut/t, wird dcrart 
ausgcbildct, daB die AnschluBflachcnabschnittc 21 und dcr 
Wafcrschncideabschnill 22 aus cincrn OlTnungsabschnitt 23 
frei liegen. DemgemaB kann der Drahtkontaklierungsschrill 
an deni TTalblcilcrchip 300 ahnlich /.u dem Bcschlcuni- 
gungsscnsor 31 durchgcfuhn werden, dcr in Fig. 5 gczeigt 
isi. 

Dahcr konnen gcmaB deni vorliegendcn Ausfuhrungsbei- 
spicl die gleichen Ilffcktc wie diejenigen in den ersten und 
zwcilen Ausfuhrungsbeispiclen der vorliegendcn lirlindung 
erzietl werden. Zusalziich konnen auch dann, wenn die be- 
wcglichcn Abschnille 10 aus beiden Obcrflachcn des Tlalb- 
leilcrwafcrs 11 frei liegen, die bewcglichcn Abschnille 10 
zwcckmaBig gcschulzi werden. 

In dem Waferschneideschritt konnen zwei Artcn von Wa- 
ferschneideklingen in Ubcrcinstimmung mil den Kigcn- 
schaftcn dcr Klebslofllagc 42 vcrwendct werden, um die Le- 
bensdaucr der Wafcrschneidcklingen zu verlangcrn. Ge- 
nauer gesagt, zerlcill cine ersle Klingc den TTalbleiterwafcr 
11 el was, wie cs durch cincn Pfetl (.'1 in Fig. 8D gc/.eigt ist , 
und schncidct dann cine zweitc Klingc den verblcibcnden 
TTalbleiterwafcr 11, den Klebstoflilm 42 und den Wafcr- 
schncidestreifen 12a, wic cs durch cincn Pfeil (,'2 in Fig. 8D 
gczeigt ist. Die zweitc Klingc ist dicker als die erstc Klingc 
und besteht aus cincrn MaleriaJ, das sich von deni der ersten 
Klingc unlerschcidcl. Dahcr kann cin zwcisluligcs Zerteilcn 
ausgefuhrt werden. Wenn die Dickc dcr Schui/.lagc 1 bzw. 
des Schut/lcils 14 auf /.um Bcispicl 50 um crhoht wird, kann 
der TTalbleiterwafcr 11 von seiner hintcrcn Oberflachc zer- 
tcill werden. 

Das Schutzieil 14 wcist den Kappcnabschnilt 5 auf, um in 
den zuvor beschricbencn Ausfuhrungsbeispiclen kcinen be- 
wcglichcn Abschnill 10 zu hcriihrcn. Der Kappcnabschnilt 5 
wird durch die Mont age vorrichtung 4 ausgcbildct, die die 
Vertiefungcn 2 aufwcisl. Jedoch kann, wic cs in Fig. 10 gc- 
zeigt isi, ein Klebstoff 52 auf cincrn flachen Schuizlcil 51 
dort angcordncl werden, wo die bewcglichcn Abschnille 10 
des TTalblciicrwafcrs 11 kcinen Konflikt verursachen. Dem- 
gemaB kann durch den KIcbstofT 52 vcrhindcrl werden, daB 
das Schuizlcil die bewcglichcn Abschnille 10 beruhrt. Das 
Schuizlcil 51 wird durch Anordncn des Klcbsloffs 52 auf 
der flachen Schutzlage 1 und durch Ausbilden der Verliefun- 
gen 6 odcr der Oflnungsabschnittc 23 in der Schutzlage 1 
ausgcbildct. In diescm Fall konnen die Vertiefungcn 2 der 
Montagcvorrichlung 4 wcggelassen werden, was zu niedri- 
gen Kosien fiihri. 

Nachstehcnd crfolgl die Beschreibung cincs vicrtcn Aus- 
fuhrungsbeispicl der vorliegendcn lirlindung. 

Die Fig. 1 1A bis 1 IT* zeigen ein Verfahrcn /um Ilcrstcllcn 
cincr Ilalbleilervorrichtung gcmaB dem vicrtcn Ausfuh- 
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rungshcispicl dcr vorlicgcndcn lirfindung auf cine sLufcnar- 
tigc Wcisc. In dem vicrtcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlic- 
gcndcn lirfindung werden, wic cs in Fig. 1 1 A gczeigt ist, be- 
weglichc Ahschnillc 61 in dcrri Halblcitcrwafer 11 mil cincr 
Tiefe in cincni Bercich von ungefahr 0,5 bis 100 um von ci- 
ncr O be dlac he des Wafers 11 ausgebildel. In dem vorlicgcn- 
dcn Ausfuhrungsbcispicl wird insbesonderc cine Veriicfung 
62, die durch jeden bcwcglichcn Abschnill 61 und die Obcr- 
flache 60 dclinien isl, auf ungefahr 3 um cingcsiclli. In die- 
scni l ; all kann cin Schulzieil b/w. cine Schul/.kappc 63 flach 
sein. Dcshalb werden in dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbci- 
spicl dcr Monlagevorrichtungs-Bcfcsligungsschritt, dcr 
S c h u I /.I age n be re ic h-Kni I c rn u ngsschri I U dcr Wafcrvcrbi n- 
dungsschrill und der Schutzlagcn-Verbindungsschritt an dcr 
hintcrcn Obcrflache durchgefuhrt, wic cs /.uvor bcschricbcn 
worden isl, w ah rend dcr Schulzfilm 1 flach blcibl, ohnc die 
Kappcnabschnilic 5 aus/ubildcn, um dadurch den Xustand 
aus/ubildcn, dcr in Fij». 1 Hi gc/.cigl isl. 

Als niichstes werden, wic cs in Kig. 1 IC und 1.1 D gczeigt 
isl, dcr Waferschneideschritt und dcr Schul/.tcil-Hntfcr- 
nungsschritl wic in deni dritlcn Ausfuhrungsbcispicl dcr 
vorlicgcndcn Lrlindung ausgeliihrt, um dadurch cin en Halb- 
leiicrchip b/w. cine Tlalbleilcrvorrichlung 400 aus/.ubildcn, 
die in Kij», 1 Hi gc/eigt isl. Das Schul/leil 63 kann wic in 
dem /.weilen Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn lirfin- 
dung ausgebildel werden. Fig. 12 /cigt den llalblcilcrchip 
400, derdcmgeniaB dcrarl ausgebildel isl, daB cr das Schutz- 
leil 63 aufweisl. aus dem die AnschluBHachcnabschnillc 21 
freilicgen. Dcr llalblcilcrchip 400, dcr in Fig. 12 gczeigt ist, 
kann dem Drahlkoniakiierungsschrill unlcr/ogcn werden, 
wahrend das Schul/.leil 63 wic in deni /.weilen Ausfuh- 
rungsbcispicl dcr vorlicgcndcn lirfindung gchah.cn wird. 

Ohgleicli die hew eg lie hen Abschnillc 10 in deni vorlic- 
gcndcn Ausfuhrungsbcispicl aus sowohl vordercn als auch 
hinicren Oberflachen des Halblcilcrwafers 11 freilicgen, 
konncn die bcwcglichcn Abschnillc 10 wic in den erslen und 
/weilen Ausfuhrungsbeispielcn dcr vorlicgcndcn lirfindung 
lediglich aus dcr vordercn Obcrflache des Halblcilcrwafers 
11 freilicgen, vorausgesci/t, daB die bcwcglichcn Ab- 
schnillc 10 mil cincr Tiefe in eincm Bercich von ungefahr 
0,5 bis 100 u in von dcr vordercn Obcrflache des Wafers in 
deni Wafer ausgebildel werden. Daher konncn gcmaB dem 
vorlicgcndcn Ausfuhrungsbcispicl die gleichen EtTektc wic 
dicjenigen in den erslen bis drillcn Ausfuhrungsbeispielcn 
dcr vorlicgcndcn lirfindung durch Anwcndcn dcr 11 ache n 
Sehui/lagc 1 b/w. des (lac hen Schul/icils 63 an den Halblci- 
lcrwafer 11 vorgeschen werden, dcr die /uvor beschricbenc 
Siruktur aufweisl. 

Nachslehcnd crfolgl die Beschrcibung cincs fiinflcn Aus- 
fuhrungsbci spiels dcr vorlicgcndcn lirfindung. 

In dem fiinflcn A usf iihrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn lir- 
findung wcisl cin llalblcilcrchip 500, dcr durch Chipvcrcin- 
/clung eines Halblcilcrwafers 11 ausgebildel wird, Kontak- 
licrungsilcckcn auf, die von diescm freilicgen, um clcklrisch 
!iiii cxlcrncn Abschniucn verbunden zu werden. Die Fig. 
13A bis 131i /cigen cin Verfahrcn /urn TTcrsicllcn des Halb- 
leiicrchip 500 gcmaB dem fiinflcn Ausfuhrungsbcispicl dcr 
vorlicgcndcn lirfindung auf cine slufcnarlige Wcisc. 

Zucrsi werden in cincni Kontakl ierungs ficc ken- Ausbil- 
dungsschrill, dcr in Fig. 13A gczeigt isl, Konlakticrungs- 
llcckcn 70 auf dcr vordercn Obcrflache des Halblcilcrwafers 
11 ausgebildel, um clcklrisch mil den AnschluBflachenab- 
schnillcn 21 verbunden /.u werden. Die Konlaklicrungsfick- 
ken 70 werden aus /um Bcispicl eincm cuickiischcn Loi 
odcrcincm Loi ausgebildel. das In beinhallel. Slch-Kontak- 
lierungsfleckcn b/w. Drahlkoniakiierungsilccken, die aus 
Goldkugcln besichen. wclchc durch Drain koniakiicrung von 
Golddrahlen ausgebildel werden. konncn als die Konlakiic- 
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rungsflecken 70 angcwcndei werden. 

In dem Mont age vorrichl ungs-Iicfcsi igu ngsschri it wird 
die Schui/.lagc 1 an dcr Montage vorrichlung 4 bcfestigl. 
Dann wird in dem Schur/lagenbcrcich-lintfcrnungsschrilt 
5 die Sc hut/1 age 1 millets cincs lixcintcrlasers odcr derglei- 
chen dcrarl icil wcisc entfernt, daB sic an Bcreichen, die bc- 
wcglichcn Abschniucn 61 des Halblcilcrwafers 11 enlspre- 
chen, Verliclungen 71 aufweisl. Die Verliclungen 71 wcisen 
die gleichc loinktion wic dicjenige dcr Kappcnabschnilic 5 

ID auf, die /uvor bcschricbcn worden sind. Wcnn die be weg li- 
chen Abschnillc 61 in dem Wafer 11 mil cincr Hcfc in eincm 
Bercich von ungefahr 0,5 bis 100 um von der Wafe robe rflii- 
che 60 vorgeschen werden. isl es nichl immcr nolwcndig. 
die Verliclungen 71 aus/.ubildcn. 

15 In dem Schut/lagenbcrcich-Iinlfcrnungsschrill werden 
die Rillen 6 wcilcrhin in dcr Schui/.lagc 1, die an dcr Monla- 
gcvorrichiung 4 befesiigi ist, an Bcrcichcn b/w. Ritzbcrei- 
chen ausgebildel, an dencn das Wafcrschncidcn durchzufuh- 
ren isl, um dadurch die Schutzlage 1 in Sluckc /.u tcilcn, von 

20 dencn jedes cine Abmcssung aufweisl. die jedem llalblcilcr- 
chip entsprichl. /u diescm Xeilpunkl werden cbenso Bcrei- 
chc dcr Schui/.lagc 1, die den Kontaklicrungsflcckcn 70 cnt- 
sprcchen, cnlfcrnt, um Offnungsabschnitte 72 aus/ubildcn. 
Als niichstes wird dcr Klcbstoffilm 42 mil dcr hintcrcn 

-5 Obcrfiachc des Tlalbleitcr wafers 11 verbunden. In dem Wa- 
fcrvcrbi ndu ngsschri tl in dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbci- 
spicl werden Schutzicile 73, die durch Teilcn dcr Schui/.lagc 
1 ausgebildel werden. mil dcr hinicren Obcrflache des Halb- 
lcilcrwafers 11 verbunden. um die Konlakticrungsfieckcn 70 

30 aus den Offnungsabschnitien 72 frei/ulcgcn, wahrend cr an 
dcr Monlagcvorrichtung 4 hcfcsligt isl. Als Hrgebnis wird 
dcr Zustand, dcr in Fig. 13B gc/eigt isl, geschalTcn. 

Nachdem die Schut/lagc 1 von dcr Monlagcvorrichtung 4 
gclosl worden isl, wird dcr Wafcrschncidcschritl cnllang den 

35 Rillen 6 ausgefuhrt, uni den Halbleiterwaler 11 in ('hips zu 
tcilcn (siche Fig. 13C). 
i DeiiigemaB wird cin llalblcilcrchip 500 crziell. der in 
Fig. 13D gc/cigl isl. Dcr Haibleilerchip 500 isl mil dem 
Schut/tcil 73 bedcckl, das die Ollnungsabschnillc 72 auf- 

40 wcist, und die Kontakl ierungs flee ken 70 licgen aus den Off- 
nungsabschniltcn 72 frei. 

Wcilcrhin wird cin Subslrat 80 vorbcrcitct, das auf sich 
cine Icilcndc Schicht 81 aufweisl. Das Substrat 80 ist vor- 
zugs wcisc cin Kcramik-, G las-, Glas/Keraniik- odcr Silizi- 

45 umsubslral odcr cine gcdruckle Lcitcrplatlc. Die Icilcndc 
Schichl 81 ist mil cincr isolicrendcn Schicht 82 bedcckl. die 
dcrarl Offnungsabschnillc aufweisl, daB die lcitcnde Schichl 
81 lei 1 wcisc aus den OlTnungsabschnillen frcilicgt. 

Dann wird, wic cs in Fig. 131: gc/eigt isl, dcr Halblcitcr- 

50 chip 500 dcrarl auf dem Substral 80 angcordnct, daB die 
Kontaklicrungsflcckcn 70 die lcitcnde Schicht 80 beruhren, 
die aus den OlTnungsabschniilcn frcilicgt. Die Konlaktic- 
rungsfieckcn 70 und die Icilcndc Schichl 81 werden durch 
Rcflow- odcr Thcrmokomprcssionskonlaktierung clcklrisch 

55 mitcinander verbunden. Daher kann eine seilcnrichtige 
Kontakl icrung, das hciBi, cine Flipchip-Bcfestigung, ausgc- 
liihrt werden. 

Wcnn die Kontaklicrungsflcckcn 70 aus eincm eutekii- 
schen Lot besichen. bclnigl dcr Schmclzpunki des eulckti- 

60 schen Lots ungefahr 1 80°C. In diescm Fall bestcht die Basis, 
die das Schul/lcil 73 bildct, aus einem warmebcslandigen 
Harz. wic /um Bcispicl Polyimid, und wird cin Silikonklcb- 
stoff als der /uvor beschricbenc Klcbstoff vcrwcndcl. Die 
Konlakticrungsfieckcn 70 konncn aus eincm Lol besichen, 

65 da.s In beinhallel. dessen Schmcl/punkt nicdrigcr als dcr ci- 
ncs cuickiischcn Ix>ls ist. Die Kontaklicrungsflcckcn 70 und 
die lcitcnde Schicht 80 konncn in cincr festen Phase durch 
Thcniiokomprcssionskontakticrung bei cincr nicdrigercn 
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Temperatur miicinandcr vcrbundcn wcrdcn. Ansonsi.cn kon- 
ncn die Kontaklicrungsllcckcn 70 durch cine Silberpaste 
vcrbundcn wcrdcn, wclche im allgcrncincn /.urn Bcfcsligcn 
vein Chips :nif einem Suhstral verwcndci wird. 

Dahcr wcrdcn gemiiB dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 5 
spiel kaum Bruchsluckc des Schulztcils 73 crzeugl, da das 
Wuferschncidcn cntiang den Rillen 6 durchgefuhrt wird. Da 
das Schut/.lcil 73 nichi von dem Nalbleilcrchip 500 cnlfcrnt 
werden mu6, kann das Schui/.tcil 73 fesi mil dem TTalbleiicr- 
chip 500 vcrbundcn wcrdcn. Als Hrgcbnis wird das Ablrcn- 10 
ncn des Schulzleils 73 verhindcrl. Der TTalblcilerchip 500 
kann durch die Kontaklicrungsllcckcn 70. die aus den OiT- 
nungsabsehniilen 72 freilicgen, wahrend das Schul/leil 73 
darauf gehalten wird, elektrisch mil (km exierncn Substral 
80 vcrbundcn werden. 15 

In dem Schul/.iagenbereich-Tsntfernungssdiritl in dem 
vorlicgcndcn Ausfuhrungsbeispiel isl esschwicrig, lcdiglich 
die OffnungsahschniUc 72 auszubildcn, die den Kontaktic- 
rungs flee ken 70 cnl spree hen. Die Rillen 6 mussen nicht aus- 
gcbildel wcrdcn. [n diesem Fall wird die Schulzlagc 1 zu- 20 
sanmicn mil dem Wafer 11 in dem Waferschncidcschritl ge- 
schniuen. Auch in diesem I ; all konnen, da das Schut/lcil 
nicht von dem TTalblcilerchip entfemt werden muB und die 
Schui/.lage I test mil dem TTalblcilcrwafer 11 vcrbundcn 
werden kann, Bruchsluckc und ein Ablrennen der Schulz- 25 
lagc 1 verhindcrl wcrdcn. 

Die Sch ul zl age 1 in dent vorlicgcndcn Ausiuhrungsbci- 
spicl kann die Kappcnabschnitie 5 aufweisen, wie sic in Fig. 
1 ge/eigt sind. odcr ilach scin, wic es in den Fig. 10 und 11 
gc/.eigt ist. Die be wcg lichen Abschniltc miissen nicht aus 30 
beiden Oberllachcn des TTalbleitcrwafers freilicgen, sonde rn 
konnen aus lcdiglich einer Obcrflachc des Wafers freilicgen, 
wie cs in dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Hrfindung dargcslellt isl. 

Tm iibrigen ist in den /.uvor beschricbencn Ausfuhrungs- 35 
beispiclcn, wic es in den Fig. 5 bis 7, 9, 12 und 13D gczcigi 
isl, der TTalblcilerchip 200, 300. 400 odcr 500 mil den 
Schuizteilen 14, 15, 63 odcr 73 bedeckt und ist ein Um- 
fangsrandabschnitt 51 jedes Schulztcils an einer Tnnenseitc 
cines Umfangrandabschnilts 52 jedes TTalblcilerchip ange- 40 
ordnet. Dies ist so, da der Bcrcich der Schui/.lage 1, an dem 
das Wafcrschneidcn durchgcfUhrt wird, in dem Schutzlagcn- 
bereich-Hnifcrnungsschriti cntfeml wird, urn die Rillen 6 
odcr die Ofinungsabschnillc 3 aus/ubilden. Da der Um- 
fangsrandabschniu 51 des Schul/.lcils an der Tnnenseitc des 45 
Umfangsrandabschnilts 52 des TTalblcilerchip angcordnci 
ist, ist es schwicrig, daB die Waferschncideklinge das 
Schui/.tcil bcruhrt. Als Hrgcbnis wcrdcn kaum Bruchsluckc 
der Sch ut /.lagc cr/.cugt und trill das Ablrennen des Schul/.- 
lcils nicht auf. 50 

Wenn die Umfangsrandabschnille des Schulztcils und des 
TTalblcilerchip an der gleichen Posilion vorgesehen sind, ist 
cs wahrschcinlich, daB das Schui/.tcil von dem (.'hip abge- 
trcnnl wird, wenn die Scitcnfiachcn, die obercn Winkclab- 
schnitte, der Randabschnitt odcr derglcichcn des Chip ge- 55 
handhabi odcr gcklcrnml werden. Tin Gegcnsatz dazu trill 
bci den ITalblciterchips 200 bis 500, da der Umfangsrandab- 
schnitt 51 des Schulztcils an der Tnnenseile des Umfangs- 
randabschnilts 52 des Chip angcordnci isl, um anderc Teilc 
nicht zu bcruhren. das Ablrennen des Schulztcils wahrend 60 
der TTandhabung kaum auf. 

Nachslehend crfolgi die Bcschreibung cines scchstcn 
Ausfuhrungsbeispiels der vorlicgcndcn Hrfindung. 

Die Fig. 14A bis 16C zeigen ein Verfahren /.urn ITersicl- 
len cincr TTalblcilcrvorrichiung gcmaB dem scehslcn Aus- 65 
fuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Hrfindung auf cine siu- 
fenartige Wei sc. Das sechste Ausfuhrungsbeispiel der vor- 
licgcndcn Hrfindung verwcndci cincn TTalblcilcrwafer 11, 
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von dem beide Oberllachcn wic in dem d rillen Ausfuh- 
rungsbeispiel der vorlicgcndcn Hrfindung vcrarbcilct wcr- 
dcn. Die TTalbleilervorrichtung in dem vorliegenden Aus- 
fuhrungsbeispiel wird fureinen cine Kapazilal erfassenden 
Bcschleunigungsscnsor verwcndci. Der TTalblcilcrwafer 11 
wcist von der hintercn Obcrflachc vcrarbciletc Abschniltc 
41 als Offnungsabschnitle derart auf, daB Hrfassungsab- 
schnitie 10a von vorderen und hinlercn Oberllachcn des Wa- 
fers 11 freilicgen. Jcdcr der Hrl'assungsabschniiic 10a be- 
sleht aus eincr be wcg lichen Hick i rode und einer teste n lilck- 
trodc. 

Wie es in Fig. 14A gczcigt isl, ist ein KlebstoOilm b/.w. 
cine Klcbslofllagc 42 an der hinlercn Obcrflachc des TTalb- 
leitcrwafers 11 angebracht. Fig. 1413 /.eigt cine Moniagevor- 
richlung 4 zum Ausbildcn von Schulzkappenabschnillen 5. 
Die Montagevorrichlung 4 isl einc Schcibc und wcist mch- 
rere Veriicfungcn auf einer Obcrflachc von ihr zum Ausbil- 
dcn der Kappcnabschnitie 5 und mchrcrc Lochcr bzw. 
Durchgangslocher 3 auf, die mil den Veriicfungcn 2 in Ver- 
bindung slchen und sich an der andcren Obcrflachc von ihr 
zur Vakuumanzichung ollnen. 

Als nachslcs wird. wic es in Fig. 14C gczcigt ist, cine Va- 
kuumeinspannslufc 600 in Kontakl zu der Montagevorrich- 
lung 4 an einer den Veriicfungcn 2 gegenubcrliegcndcn 
Seile angcordnci. Die Vakuuincinspannslufc 600 weisl in 
sich ein Druckleilloch 601 auf. Das Druckleilloch 601 stent 
an cinem Hndc von ihm mil den jeweiligcn Lochern 3 und 
mil cinem andcren Tinde von ihm mil eincr Vakuumpumpc 
bzw. Decompressions pumpc in Verbindung. Die Montagc- 
vorrichtung 4 und die Vakuuincinspannslufc 600 sind durch 
cincn O-Ring 602 abgedichtet. Die Vakuumanzichung kann 
durch das Druckleilloch 601 in eincr Richtung durchgefuhrt 
wcrdcn, die in Fig. 14C durch cincn Pfcil P dargcstclll isl. 

Als nachslcs werden, wie cs in Fig. 14D gczcigi ist, die 
Montagevorrichlung 4 und die Vakuuincinspannslufc 600 
auf einc Temperatur (zum Bcispiel ungefahr 7()°C) crwarmt, 
die imslandc ist, die Schulzlagc 1 zu defomiieren. Danach 
wird in dem Monlagcvorrichtungs-Befestigungsschrilt die 
Schulzlagc 1 an der Obcrflachc der Montagevorrichlung 4 
bcfesiigt, wahrend die Vakuumpumpc bclriebcn wird, um 
die Vakuumanzichung durchzufuhrcn. Dcmgcmafi wird, wic 
es in dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung beschrieben worden isl, die Schulzlagc 1 derart de- 
formicrl, daB sic die Kappcnabschnitie 5 aufweisi, die sich 
von eincr Seite eincr Klebsloffobcrflachc la /.u einer Obcr- 
flachc lb enllang den Vcrticfungen 2 hin durch cine Anzie- 
hungskral teinbeuicn, die von den Lochcrn 3 ausgcubl wird. 
Zu diesem Zcitpunkl wird ein Chipverein/clungsrahmcn 
603 an cinem AuBenumfangsabschnilt der Schulzlagc 1 an- 
gcordnci, um einc Flachheil der Schulzlagc 1 zu crhalten. 

Als nachslcs werden in dem Waferverbindungsschrilt, der 
in Fig. 15A gczcigt isl, der TTalblcilcrwafer 11 und die 
Schulzlagc 1 im wescnl lichen auf die gleichc Weise wie in 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Hrfindung 
derarl zueinander positioniert, dal3 die Erfassungsabschnitte 
10a den jeweiligcn Kappcnabschnilten 5 gegenuberliegcn. 
Dann wcrdcn die vordcrc Oberfliichc des Halblcitcrwafers 
11 und die KlebslotToberflache la der Schulzlagc 1 miicin- 
andcr verbunden und werden dicse dann auf Raumtempera- 
tur abgekuhlt, wahrend ihr Zusiand crhalten wird. 

Nach einem Abkuhlen wird in einem Vcrstarkungsplat- 
ten-Insiallationsschritt, der in Fig. 15B gczcigt ist. ein Vcr- 
starkungs wafer 604, der im Durchmcsser groBer als der 
Halbleitcrwafcr 11 ist, auf dcrhintcren Obcrflachc des Klcb- 
st of films 42 als cine Vcrslarkungsplatte angcordnci. Die 
Schulzlagc 1 wird mil dem Versiarkungs wafer 604 an dem 
AuBenumfangsabschnill der KlebslotToberflache la von die- 
sem vcrbundcn, wodurch die Schulzlagc 1 und der TTaiblci- 



13 



DE 100 13 067 A 1 



14 



icrwafcr 11 an dcm Vcrstarkungswafer 604 befcsiigi wer- 
den. Als lirgebnis wird dcr Vcrstarkungswafer 604 derart 
angeordnci, daB er der Obcrflachc dcr Moniagevorrichtung 
4, an dcr die Vcrtiefungcn 1 ausgcbildcl sind, ubcr den Wa- 
fer 11 und die Schulzlagc 1, die sich dazwischen behnden, 5 
gegen Liber liegi. 

Als niichsles wird die Monlagcvorrichiung 4 von der 
Schulzlagc 1 gciosl. In dem vorliegenden Ausfuhrungsbci- 
spiel wird ein Druck Liber die Monlagcvorrichiung 4 in cincr 
Richtung, die durch cincn Pfcil P in Fig. 15D dargestclh ist, io 
auf die Schul/.lagc 1 ausgcubl (Druckausiibungs-Losc- 
schritt). (renauer gcsagl wird die Vcrbindung des Iindes des 
Drucklcillochs 601 von der Vakuumpumpc zu cincr Druck- 
zufuhrvorrichlung (nichi gezeigi. zum Beispiel ein Kom- 
pressor) umgcschaltcl. Das TJinschallcn der Vcrbindung 15 
kann durch Umschallcn cines I^citungssystems (wic zum 
Beispiel cines Schlauchsysiems) dcr Vakuumpumpc zu ci- 
ne in Lciiungssysiem dcr Druckzufuhrvorrichlung durch ci- 
ncn Schallkolbcn oder dcrglcichcn durchgcflihri werden. 

Die Druckzufuhrvorrichlung licfert Gas. wic zum Bci- 20 
spiel kompri miotic Lull odcr komprimierlcn SlickstolT (N2) 
Liber das Drucklciiloch 601 in die Txx:hcr3, um dadurch die 
Druckausubung mil cincm Druck von ungefahr 0,03 MPa 
durchzutuhrcn. Die Kappenabschnilte 5 werden durch die 
GroBc des Drucks nichl dcfonnierl. In diesem untcr Druck 25 
gcsclzlcn Xustand wird der Vcrsliirkungs wafer 604 zusam- 
mcn mil dem TIalblcilcrwafcr 11 und dcr Schulzlagc 1 von 
dcr Monlagcvorrichiung 4 gciosl. Zu diesem Zcitpunkl. 
wird, da dcr TIalblcilcrwafcr 11 von dcm Vcrstarkungswafer 
604 an der hintcrcn Obcrilache von ihm gctragen wird, dcr 30 
Halbleiterwafcr 11 wahrend des loosens nichl dcfonnierl 
(gewolbt) und beschudigi. Fig. 15C zcigl den Zusiand, nach- 
dem das Ta)scii ausgcfuhrl warden isl. 

Als niichstes wird in cincm VcrsiarkungsplaUcn-Iinlfer- 
nungsschrill, dcr in Fig. 16A ge/cigl isl, dcr AuBcnum- :*S 
fangsabschnill dcr Schulzlagc 1 durch Ablrcnnen enlferni 
und wird demgemaB dcr Versliirkungswafcr 60 von dcm 
TIalblcilcrwafcr 11 entfernt. Da dcr Vcrsliirkungs wafer 604 
lediglich den Klebsloflilm 42 beriihn, kann dessen Ablrcn- 
nen cinfach durchgefuhn werden. Als niichsles wird, wie cs 40 
in Fig. 16B gczeigt isl, cine Chipvcrcin/,elungslage 12 an 
dcr hintcrcn Obcrflachc des Klebslofhlms 42 angehracht 
und wird dcr Wafcrschneidcschriti unicr Verwcndung cincr 
Waferschneideklinge 605 ausgcfuhrl. Danach wird, wic cs 
in Fig. 16C gezeigi ist, die Schul/.lagc 1 enlferni, um da- 45 
durch den Tlalbleiterwafcr 11 in (.'hips zu tcilcn. Tm Librigen 
diencn die Monlagcvorrichiung 4, dcr Vcrstarkungswafer 
bzw. die Versiiirkungsplailc 604. das Drucklciiloch 601 und 
die Druckzufuhrvorrichlung b/.w. Druckauslibungsvorrich- 
tung in dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlic- 50 
genden 1 '.Hindu ng zusammenwirkend als cine Wafcr-TiSse- 
vorrichiung. 

GcmaB dcm Vcrfahren des vorliegenden Ausfiihrungsbei- 
spicls wird, nachdem dcr TIalblcilcrwafcr 11 mil dcr Kleb- 
slolVoberflachc la der Schulzlagc 1 verbunden worden ist, 55 
die fesi an der Monlagcvorrichiung 4 befcsiigi isi, die 
Schulzlagc 1 zusammcn mil dcm TIalblcilcrwafcr 11 von dcr 
Monlagcvorrichiung 4 gelosi. Wcnn die Schulzlagc 1 von 
dcr Monlagcvorrichiung 4 gelost wird, wird ein Druck ubcr 
die Monlagcvorrichiung 4 in eincr Richlung. in welchcr die 60 
Schulzlagc 1 gelosi wird, auf die Schulzlagc 1 ausgcubl. 

DemgemaB kann der TIaibleilcrwafer 11, der mil dcr 
Schutzlage 1 verbunden ist. cinfach untcr cincm Druck ab- 
genommen werden. ohnc irgcndwclchc Bcschadigungcn 
aufzuweiscn. Dahcr kann das Tx3scn des Wafers gcmaB dcm 65 
Vcrfahren der vorliegenden Hrfindung mil cincr hohen Bear- 
bcitbarkcii und cincm hohen Durchsatz durchgcflihri wer- 
den. Der Vcrstarkungswafer 604 muB nicht immer angewen- 



det werden, isl abcr wi rk u ng s vol 1, um die Bcschadigungcn 
an dem TIaibleilcrwafer 11 zweckmiiBigcr zu vcrhindcrn. 

Die Montagevorrichlung 4 in dem vorliegenden Ausfiih- 
mngsheispiel wcisl. die Vcrtiefungcn 2 und die L6cher3 auf, 
die mil den Verticfungcn 2 in Vcrbindung stehen, und die 
Schulzlagc 1 wird cnllang den Verlicfungen 2 derail defor- 
micri, daB sic die Kappcnabschnitle 5 aufweist. Die Kap- 
penabschnillc 5 schiilzcn die bewcglichcn Abschniile des 
T-Talbleiicrwafers vor cincr Oberllachenspannung und cincm 
Wasserdruck wahrend des Waferschncidcschrilts. Andcrer- 
sciis wird die Abmessung jedes Ilalblciierchips Jahr fur Jahr 
verringcrt. so daB die Anzahl derGhips, die durch cincn Wa- 
fer ausgcbildcl werden, auf zum Beispiel 2000 bis 3000 cr- 
hoht wird. 

In cincm derartigen Fall crfordcrt die groBe An/.ahl von 
Chips rnindeslcns die gleiche Anzahl von Kappenabschnit- 
icn. DemgcmalS isi cs crforderlich, daB die Monlagcvorrich- 
iung zum Ausbilden dcr Kappcnabschnitle 2000 bis 3000 
Vcrtiefungcn auf sich aufweist. In diesem Fall isl cs schr 
schwicrig. die Schulzlagc 1 von dcr Monlagcvorrichiung 4 
loscn, da die Schulzlagc 1 cnllang den Vcrtiefungcn cinge- 
beull ist. GcmaB dcm vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
kann jedoch die Schulzlagc auch in cincm derartigen Fall 
cinfach gciosl werden. um dadurch das zuvor beschriebene 
Problem /.u loscn. 

Die Monlagcvorrichiung 4 kann lediglich flach sein, ohnc 
die Vcrtiefungcn 2 aufzuweiscn, und lediglich Lochcr 3 kon- 
ncn in dcr Monlagcvorrichiung 4 ausgcbildcl scin. In diesem 
Fall werden die Kappenabschnillc 5 nicht an dcr Schulzlagc 
1 ausgcbildcl. Dicsc Andcrung bccinlrachtigt Libcrhaupl 
nichl den Hffckl eincs einfachen loosens der Schutzlage 1 
von der Moniagevorrichtung 4 durch Druckausubung. Ob- 
gleich sow oh I cine Vakuumanziehung als auch cine Druck- 
ausubung durch die Locher 3 durchgefuhrt werden, kann die 
Montagevorrichlung 4 andcrc Locher lediglich fur cine 
Druckausubung aufweiscn. 

Das Vcrfahren der vorliegenden liriindung, das zuvor be- 
schrieben worden ist, beinhallet kcinen Schulzlagcnbercich- 
linlfcrnungsschriti, dcr in den ersien bis funftcn Ausfuh- 
rungsbcispielcn dcr vorliegenden Hrfindung beschricben 
worden ist. Jedoch kann auch dann. wcnn der Schutzlagcn- 
Hnlfernungsschritl ausgcfuhrl wird, dcr EtTckt des vorlie- 
genden Ausfiihrungsbeispiels ebenso hcrvorgebrachl wer- 
den. Zum Beispiel konncn die Berciche der Schulzlagc 1, 
die den Rilzbercichcn cnlsprcchcn, z wise hen dcm Schriil, 
der in Fig. 14D gczeigt isl, und dcm Schriil, dcr in Fig. 15A 
gezeigi isl, enlferni werden. Auch wcnn die Schutzlage 1 
demgemaB gcieill wird, wird, da die Schutzlage 1 durch Va- 
kuumabsorplion an dcr Monlagcvorrichiung 4 befesligt isl, 
die gctcille Schulzlagc 1 nichl gelockcrt, urn voneinandcr 
geircnnl zu werden. 

Die Versiiirkungsplailc dcr WaJcr-Losevorrichlung ist 
nichl auf den Vcrstarkungswafer, wie zum Beispiel cincn Si- 
liziumwafer, beschrankl, sondem kann cine Druckvorrich- 
tungsplaltc 606 sein, die in den Fig. 17 A und 17B gezeigi 
ist. In cincm abgcwandclicn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlie- 
genden Hrfindung, das in den Fig. 17A und 17B gczeigt isl. 
beslchl die Druckvorrichlungsplatlc 606 aus Aluminium 
und wcisl cine Obcrflachc 607 und Vorsprungsabschnitlc 
608 auf, die von dem A u Ben urn fangsabschnill dcr Obcrfla- 
chc 607 zu dcr Moniagevorrichtung 4 hin hervorstchen. Die 
Flache der Obcrflachc 607 ist groBer als die des TTalblcilcr- 
wafers 11. 

In cincm Versiarkungsplaiien-Insiallationsschriit. der die 
Druckvorrichlungs plane 606 vcrwcndcl, werden. nachdem 
die Vakuumanziehung gcsioppi worden isu wic cs in Fig. 17 
gczcigl isl. die Druck vorrichlungsplalic 606 und die Monla- 
gcvorrichiung 4 durch Bcfcsligungsschraubcn 609 miicin- 
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under befesligi, die in Schraubenlochcr dor Druckvorrich- 
lungsplaUe 606 und dcr Mon 1 age vorrich lung 4 eingebracht 
werden. DcmgcmaB weisl die Obcrflache 607 der Plalle 6 
einen besi.humlcn Spall zu deni Klcbstoffilni 42 auf, der mil 
dem Ilaibleiterwafer 11 verbunden isl. Die vordcren linden 5 
der Vorsprungsabschnitle 608 werden von der Obcrflache 
der Monlagevorriehlung 4 Liber den Autienunifangsab- 
schnitt der Schulzlage 1 gehalten. 

A Is niiehsies vvird bei eincni Druckausu bungs- T.6se- 
schriiu der die DruckvorrichlungsplaUe 606 verwendel., wic 10 
sie /.uvor besehrieben worden isl, den Druck uber die Mon- 
lagevorriehlung 4 in einer Rich lung, in weleher die Schulz- 
lage 1 zu losen isl, aufdic Sehui/lage 1 ausgcubl. Dcmgc- 
maB wird die Schulzlage 1 Icichl von der Monlagevorrieh- 
lung 4 gctrennl, wie es in Kig, 17B ge/cigl isl. Die hinlere 15 
Obcrflache des TIalbleilerwalers 11 grenzl Liber den Kieb- 
sioffilm 42 an die Obcrflache 607 dcr Druckvorrichlungs- 
plaUe 606 an und wird von der Obcrflache 607 gehahen. 
Folgiich kann zweckniaBiger verhindert werden, daB der 
Ilalbleilerwafer 11 beschadigl wird. Danach werden die Be- 20 
fesligungsschrauben 609 gelosl, so daB die Druckvorrich- 
lungsplaUe 606 von dem Ilalbleilerwafer 11 gelosl wird. 

Wie es /.uvor besehrieben worden isl, wird der Versiar- 
kungs wafer 604 durch die KlchslolTobcrflachc la der 
Schul/.lage 1 an dem Ilalbleilerwafer 11 und der Sehul/.lage 25 

I befesligi. die an dem AuBenumfangsabschnitl des Vcrstar- 
kungs wafers 604 klebl. Deshalb vcrbleiben KlebstofFe auf 
dem Verslarkungswafer 604 nach dessen Verwendung. 
Wenn der Verslarkungswafer 604 erneut ais cine Vcrslar- 
kungsplalle verwendel wird, isl es nolwcndig, /u verhin- 30 
dem, daB der Ilalbleilerwafer 11 durch die Klebstoffe verun- 
reinigl wird, die auf dem Verslarkungswafer 604 vcrbleiben. 
Da ilas Posiliunieren /.wise hen dem Verslarkungswafer 604 
und dem Ilalbleilerwafer 11 niehi cinfach isl, rnuB der Ver- 
stiirk ungs wafer 604 gereinigl werden. bevor er erneul ver- ^5 
wcndcl wird, urn die Verunreinigung des TIalb lei lerwafers 

II zu verhindern. 

Andererseils weisl die DruckvorrichlungsplaUe 606, die 
/.uvor besehrieben worden isl, die Vorsprungsabschniuc 608 
an ihreiri AuBcnumfangsabschnilt auf, und hallcn die Vor- 40 
sprungsabschnille 608 den Ilalbleilerwafer 11. Das Posilio- 
nieren /.wischen dem Ilalbleilerwafer 11 und dcr Druckvor- 
richlungsplalle 606 kann unler Verwendung dcr Vorsprung- 
sabschniuc 608 als Be/ug cinfach ausgefuhrt werden. Da 
kcin KlebsiolT an der DruckvorrichlungsplaUe 606 klebl, 45 
gibl es keine Mogliehkeit, den Ilalbleilerwafer 11 durch den 
KlebsiolT zu verunrcinigen. 

Die DruckvorrichlungsplaUe 606 muB niehl gereinigl 
werden, wenn sie erneut verwendel wird, was /.u einer Ver- 
einfaehung des Ilcrslellungsverfahrcns fuhrl. 50 

Ohglcieh die vorlicgende Krfinriung unler Bc/.ugnahmc 
auf die vorhergehenden Ausfuhrungsbeispiclc der vorlie- 
genden liriindung gczeigt und besehrieben worden isl, isl es 
fiir Fachleuie olTcnsichllich, daB Andcrungen in der Form 
und im Deiail durchgefuhrl werden konncn, ohnc den Urn- 55 
fang der vorliegenden Iiriindung zu verlasscn, wic cr in den 
bciliegcndcn Anspruehcn dcfinicrl isl. 

/.urn Bei spiel kann die Ilalbleiiervorrichiung bei der vor- 
liegenden Iiriindung aus cincm Ilalbleitcrchip beslehen, der 
mit TTar/ vcrkapselt isl. In den /.uvor beschriebencn AusfLih- 60 
rungsbeispielen der vorliegenden Krfindung weisen die 
Schuizicile verschiedene vSt.ru kturen. wic zuni Bcispiel ei- 
nen Kappenabschnill, einen Spall, der durch Klcbstoffc dc- 
finien isu und cine Vcnicfung auf. die durch einen Hxcimcr- 
laser ausgebildct wird. urn dadurch cine Bcruhrung mit den 65 
bcweglichen Abschnitien des TIalbleilerwalers zu verhin- 
dern. Jedoch isl die Slruktur des Schul/.tcils niehl auf diesc 
beschriinki. In den /.uvor beschriebencn Ausfiihrungsbci- 
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spielen der vorliegenden lirfindung konncn, ohglcieh meh- 
rcre Schutztciic aus einer Sehul/.lage ausgebildct werden, 
die an der Monlagevorriehlung befesligi isl, die Schulzteile 
ein/cln ausgebildct. und fesl auf der Monlagevorriehlung an- 
gebrachl werden. Die /.uvor beschriebencn Ausfuhrungsbei- 
spiele der vorliegenden Iiriindung konncn ausgcwahlt und 
zweckmaBig miieinandcr kombinicrl werden. Die. vorlic- 
gende Iiriindung isl niehl auf cine I lalbleiiervorrichiung bc- 
schrankl. die einen bcweglichen Absehniu aufweisi, son- 
dern kann an andercn Ilalbleitervorrichlungcn und Vcrfah- 
ren zuni Ilerslellcn der Vorrich l ungen durch Zcrteilen eines 
TIalbleilerwalers. der mit einer Schulzlage bedeck! isl. in 
Chips durch Chipvcrcinzelung angewcndel werden. 

Wie es /.uvor besehrieben worden isl, wird cine Schulz- 
lage an einer Monlagevorriehlung befesligi und werden Bc- 
rciche der Sehul/.lage enlfcrnl, die Berciehen cntspreehen, 
an denen cin Zcrteilen durch Chipvcrcinzelung durch/.ufuh- 
rcn isl, um Rillen aus/.ubilden. Dann wird cin ITaibleiterwa- 
fer an einer der Monlagevorriehlung gcgenubcrlicgcnden 
Seite mil der Sehul/.lage verbunden und wird die Monlage- 
vorriehlung von der Schul/.lage und dem TTalblciierwafer 
gelosl, die miieinandcr verbunden sind. Danach wird dcr 
Ilalbleilerwafer durch Chipvcrcinzelung entlang den Rillen 
der Schul/.lage in ITalbleilcrchips zcrteill. Da die Schut/.lagc 
niehl durch die Chipvcrcinzelung /.erleill wird, werden 
keinc Bruchstuckc dcr Schulzlage. cr/eugu was cine Verun- 
reinigung an den Chips verhinderl. 

Palcntanspruchc 

1. Verfahren zuni TIerstcllen einer TTalbleitcrvorrich- 
lung, das die folgendcn Schrilte aufweisi: 
Befesligcn einer Schul/.lage (1) an einer Montagevor- 
riehtung (4); 

Knlfernen eines Waferschncidebereichs der an der 
Monlagevorriehlung (4) hefcsligicn Schul/.lage (1); 
Verbindcn eines I lalblei lerwafers (11) mil dcr Schut/.- 
lagc (1) an einer der Monlagevorriehlung (4) gegen- 
ubcrliegcnden Seite, wobei die Schul/.lage (1) an der 
Monlagevorriehlung (4) befesligi isl; 
loosen dcr Schul/.lage (1) und des HaJblei lerwafers (11) 
von der Monlagevorriehlung (4), wodurch der Ilalblei- 
lerwafer (11) aus dem Wafcrschneidcbercich freiliegt, 
an dem die Schul/.lage (1) enlfcrnl isl; und 
Zcrteilen des TIalblciterwafers (11) enllang des Wafer- 
schncidebereichs durch Chipvcrcinzelung. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, das weitcrhin die fol- 
gendcn Schritlc aufweisi: 

Ausbildcn eines Anschlu(3flachenabschnitls (21) auf ei- 
ner Obcrflache des TIalblciterwafers (11), die mil der 
Schut/.lagc (1) zu verbindcn isl; 

derartiges linlfcrncn eines Anschlul3flachcnabschnitts 
dcr Schulzlage (1) zusammcn mil dem Waferschneide- 
bereieh, daB cin Offnungsabschnitt (23) zuni Freilegcn 
des AnschluBIIachenabschnitis (21) aus dicsem ausge- 
bildct wird, wenn der Ilalbleilerwafer (11) und die 
Schut/.lagc (1) miieinandcr verbunden sind; und 
Verbindcn eines Drahts (33) mit dem AnschluGflachen- 
abschnilt (21), dcr aus dem Offnungsabschnitt (23) der 
Schulzlage (1) frcilicgl, nach eincm Zcrteilen des 
Hal blei lerwafers (11) enllang des Waferschncidebe- 
reichs durch Chipvcrcinzelung. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 odcr 2, bei dem das Ent- 
fernen des Waferschncidebereichs der Schulzlage (1) 
durch derartiges Abtrcnnen des Waferschncidebereichs 
ausgefuhrt wird, da (3 cine Rille (6) ausgebildct wird. 

4. Verfahren nach cincm dcr Anspriichc 1 bis 3, bei 
dem die Schulzlage (1) aus eincm sich bei Wanue zu- 
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sainmcnziehendcn KunslsiolTilm bcstchi. 

5. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruchc 1 bis 4, das 
wcilcrhin cincn Schril.t cincs Anbringcns cincr rucksei- 
ligen Lagc (42) an dem Halblcilerwafer (11) an eincr 
dcr Schulzlagc (1 ) gegcnubcrlicgcnden Scitc vor cincm 5 
Zcrtcilen dcs TTalblcilerwafcrs (11) aufwcisi. 

6. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruchc 1 bis 5, bci 
dcrn die S chut/1 age (I) (lurch Vakuumabsorption an 
dcr Moniagevorrichiung (4) befesiigt wird. 

7. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruchc 1 bis 6, bci 10 
dem das Loscn dcr Schul/.lagc (1) und dcs TTalbleiler- 
wafcrs (11) von dcr Moniagevorrichiung (4) cin Aus- 
uben cincs Drucks auf die Schul/.lagc (1) von dcr Scire 
dcr Moniagevorrichiung (4) bcinhallci. 

8. Vcrfahrcn /.urn TTerstellcn eincr TTalblcilcrvorrich- 15 
lung, das die folgcndcn Schriilc aufwcisi: 
Vorbcrciicn cincs TTalb lei Icr wafers (11) und cincr 
Schut/lagc (1); 

Ausbildcn cincs Kontaklicrungsfleekens (70) auf cincr 
ITaupillachc dcs TTalblcilerwafcrs (11): 20 
Ausbildcn cincs Of fnungsabschni lis (72) in dcr Schul/.- 
lagc (1); 

derartiges Vcrbindcn dcr Hauplflachc dcs TTalblciler- 
wafcrs (11) mil dcr Schulzlagc (I), daB dcr Konlaklic- 
rungsncckcu (70) aus dem Offnungsabschniii (72) frci- 25 
licgl; und 

derartiges Zcrtcilen dcs TTalblcilerwafcrs (11) durch 
Chipvcrcin/clung, daB cine ITalbleitervorrichlung aus- 
gehiklct wird, die mil dcr Schulzlagc (1) bcdcckl ist 
und den Konlaklierungsfleckcn (70) aufwcisi, dcr aus 30 
dem Offnungsabschnitl (72) frcilicgt. 

9. Vcrfahrcn nach Anspruch 8, das wcilcrhin die fol- 
gcndcn Schriilc aufwcisi: 

Vorbcrcitcn cincs Subslrats (80), das cincn lcilcndcn 
Abschnill (81) auf sic h aufwcisi: :is 
Anordncn dcr TIalbleitcrvorrichlung auf dem Subslrat 
(80), wobci dcr Kontak tic rung slice ken (70) den lcilcn- 
dcn Abschnill (81) beruhrt: und 

elcktriscrics Vcrbindcn dcs Kontaklierungslleckens 
(70) mil dem lcilcndcn Abschnill (81). 40 

10. VcrfaJircn nach Anspruch 8 odcr 9, das wcilcrhin 
die folgcndcn Schriilc aufwcisi: 

Bcfcsligcn dcr Schut/lagc (1) an cincr Moniagevor- 
richiung (4) durch Vakuumabsorplion, be vor dcr Off- 
nungsabschnitl (72) in dcr Schul/.lagc (1) ausgcbildet 45 
wird; und 

Loscn dcr Moniagevorrichiung (4) von dcr Schul/.lagc 
(1) nach dem Vcrbindcn dcs TTalblcilerwafcrs (11) mil 
dcr Schut/lagc (1). 

11. Vcrfahrcn nach Anspruch 10, bci dem das Losen 50 
dcr Moniagevorrichiung (4) von dcr Schut/lagc (1) cin 
Ausubcn cincs Drucks auf die Schut/lagc (1) durch cin 
Loch (3) bcinhallci. das in dcr Moniagevorrichiung (4) 
vorgesehen ist. 

12. Vcrfahrcn /.urn Hcrsicllen cincr Halblcilcrvorrich- 55 
tung, das die folgcndcn Schriilc aufwcisi: 

Bcfcsligcn cincr Schut/lagc (1) an cincr Moniagevor- 
richiung (4); 

Vcrbindcn cincs Halbleiterwafcrs (11) mil dcr Schulz- 
lagc (1) an eincr dcr Moniagevorrichiung (4) gcgen- 60 
uberlicgcnden Scitc; und 

Loscn dcr Schul/.lagc (1) und dcs TTalblcilerwafcrs (11) 
von dcr Moniagevorrichiung (4) durch cincn Druck, 
der von dcr Scitc der Moniagevorrichiung (4) auf die 
Schut/lagc (1) ausgciibt wird. 65 

13. Vcrfahrcn nach Anspruch 12, bci dem dcr Druck 
auf die Schul/.lagc (1) durch cin Loch (3) ausgciibt 
wird, das in der Moniagevorrichiung (4) vorgesehen 
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ist. 

14. TTalbleitcrvorrichtung, die aufwcisi: 

cincn TTalblcilcrchip (200; 300; 400; 500), dcr durch 
Zcrtcilen cincs TTalblcilerwafcrs (11) durch Chipvcr- 
cin /clung vorgesehen ist; und 

cin Sehutzlcil (14; 51; 63; 73), das auf dem TTalblcilcr- 
chip (200; 300; 400; 500) angcordncl ist, wobci das 
Schul/leil (14; 51; 63; 73) /.urn Schutzen dcs Halblci- 
icrchip (200; 300; 400; 500) diem, wenn dcr TTalblciter- 
wafcr (11) durch Chipvercinzelung zcricill wird, wobci 
cin Umfangsrandabschnill (51) dcs Schulztcils (14; 51; 
63: 73) an cincr Inncnseiic cincs T Jmfangsrandab- 
schnitls (52) dcs TTalblcilcrchip (200; 300; 400; 500) 
vorgesehen ist. 

15. TTalbleitervorrichiung, die aufwcisi: 

cincn TTalblcilcrchip (500), der durch Zcrtcilen cincs 
T Tal b 1 ci icr wafers ( 1 1 ) du rch Ch i p vcrci n zc 1 u n g vorgese- 
hen ist; 

cincn Konlaklierungsfleckcn (70), dcr auf cincr Obcr- 
nachc dcs TTalblcilcrchip (500) angcordncl ist; und 
cin Schul/.teil (73), das auf dcr Obcrflache dcs Halblei- 
icrclnp (500) angcorancl ist und cincn Offnungsab- 
schnitl (72) aufwcisi, aus wclchem dcr Konlaklierungs- 
llcckcn (70) frei licgl, wobci das Sehutzlcil (73) zum 
Schutzen dcs TTalblcilcrchip (500) dicnt, wenn dcr 
TTalb lei terwafer (11) durch Chip vcrci nzciung zcricill 
wird. 

16. Wafer-Losevorrichlung. die aufwcisi: 

cine Monlagcvorrichtung (4) zum fcslen Hallcn cincr 
Schulzlagc (1) auf sich, wobci die Schulzlagc (1) zum 
Schutzen eincs TTalblcilerwafcrs (11) durch Bedcckcn 
dcs TTalblcilerwafcrs (11) dicnt; und 
cine Druckausubungseinrichtung /.uni derarligeu Aus- 
ubcn cincs Drucks auf die Schulzlagc (1), daG die 
Schulzlagc (1) durch den Druck zusammen mil dem 
Halbleitcrwafcr (11), wclchcr an eincr der Moniage- 
vorrichiung (4) gegcnubcrlicgcnden Scitc mil dcr 
Schut/lagc (1) vcrbunden ist, von dcr Moniagevorrich- 
iung (4) gelds l wird. 

17. Wafer-Txiscvorrichlung nach Anspruch 16. bci dcr 
die Druckausubungseinrichtung den Druck durch cin in 
dcr Monlagcvorrichtung (4) vorgesehencs Durch- 
gangsloch (3) ausiibt. 

18. Wafer-Lose vorrichtung nach Anspruch 1 6 odcr 17, 
bci der: 

die Montagevorrichlung (4) cine Mehrzahl von Vertie- 
fungen (2) auf cincr Obcrflache von ihr zum festcn TTal- 
ten dcr Schulzlagc (1) und cine Mehrzahl von Lochem 
(3) aufwcisi, die mil jcwciligcn dcr Mehrzahl von Ver- 
ticfungen (2) vcrbunden sind; und 

die Montagcvorrichtung (4), die auf sich bcfcstigle 
Schulzlagc (1) cntlang der Mehrzahl von Vertiefungen 
(2) durch Absorption deformicri, die durch die Mehr- 
zahl der Lochcr (3) durchgefuhri wird. 

1 9. Wafer- 1 .osc vorrichtung nach cinem der Anspriiche 
16 bis 18, die wcilcrhin eine Verstarkungsplaite (604; 
606) zum Tragen dcs Halbleiterwafcrs (11) an ciner dcr 
Schutzlage (1) gegcniiberlicgendcn Scilc aufwcisi, 
wenn die Schulzlagc (1) und dcr Halblcilerwafer (11) 
von der Moniagevorrichiung (4) gelost werden. 

20. Wafer-Lose vorrich tung nach Anspruch 19, bei der 
die Verstarkungsplaite (604; 606) eine Tragerobcrtla- 
che (607) zum Tragen das Halbleilerwafers (11) und ci- 
ncn Vorsprungsabschni ti(608) aufwcisi, dcr von cincm 
AuBcnumfangsabschnilt dcr Tragcrobcrfl ache (607) zu 
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dor Moniagcvorrichlung (4) hin hcrvorsleht. 
Ilier/u 14 Scilc(n) Zcichnungcn 
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